ZnMgSSe系半導体量子井戸構造のガスソース分子線エピタキシーと励起子光物性に関する研究 by 須田, 淳
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また､反射高速電子線回折 (reflectionhigh energyelectrondi血 act主on,RHEED)装置を
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パターンは徐々にス トリー ク状になり､成長開始から2分後 〔150Å成長後)には､ほぼ














































































































































































































































































































































su血ce/ FWHMofXRC 4.2ⅠくPL 4.2ーくPL EPD
Sequence (arcSec) free/SA h.ee/bound (cm-2)
(4×3)/Se 180 117 1.3 >108
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Fbrm山a Melting Vaporpressure Vaportpressure
weight point(OC) at20oC(mmHg)P(mmHg)atT(K)
(MeCp)2Mg 182.55 29 0.2 10gp-7.302-2358/T
図4.4:有機金属Mg原料､Cp2Mgと(MeCp)2Mgの分子構造とその特性｡
Mgのガス原料として現在入手可能なものとしては､有機Mgとしてビス シークロペン
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66 第4章 ZnMgSSe四元混晶のガスソー ス分子線エピタキシャル成長
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胤 一般に娃 F-パi丹 原料として郁 鳴 れ-ておnJI.エーV王族f-の鹿島 /-gj萄告は無かつ
たが-5Za包板与,j三元轟晶,Ij鹿島qj終発から･=･=の原料が成長-､着用可億である･=とを初め
82 第4章 ZnMgSSe四元混晶のガスソー ス分子線エピタキシャル成長
て示したD
三元混晶で得られた成長条件を元に､ZnMgSSe四元混晶の結晶成長を行った｡
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hv = Eg- E xb - Exbx
gxX - gxox(Nxx- Nx)
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図7･12:ZnSSe/ZnMgSSeMQW構造のレー ザー発振特性(23K)O
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